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1.はじめに 

現在、カーボンナノチューブ(CNT)の合成方法、カイラリティ制御は様々な研究がおこなわれてい 

る。今回我々は CVD 法による合成の際に基板上にレーザ照射を行うレーザ照射援用 CVD法を用 

い Si基板上に CNT を合成し評価を行った。 

2．実験内容・実験結果 

CNTの合成方法にはホットフィラメント CVD 法を用い、レーザ光を導入できるチャンバーを使 

用した。基板には Siを使用している。これまでに SiO2基板上におけるレーザ照射援用 CVD 法 

を用いた CNTの成長を行ってきたが、AFMでの観察や加工が容易であることから Si基板を使用 

し実験を行った。合成前に基板表面に触媒として Feを 6nm成膜した。次にチャンバー内に基板 

を導入し、チャンバー内温度 650℃においてエタノール原料ガスを 300sccmで供給し、CNT の合 

成を行った。この時の原料ガスは液体のエタノールに Arガスをバブリングさせ、気体に変化させ 

ている。使用したレーザは CW動作 YAGレーザの第二高調波 532nmである。また、レーザパワ 

ーは 1.2Wで合成を行った。図１は 2分間 CNT の合成を行った際の基板表面の様子であり、左の 

基板はレーザ照射をしない場合の基板であり右の基板がレーザ照射を行った基盤である。表１は 

その成長量をレーザ顕微鏡で CNTの膜厚を測定した結果である。表１の結果から 650℃における 

合成では、レーザ照射が無い場合に比べ、レーザを照射した基板に成長量の増加が観測された。 

この結果からチャンバー内温度 650℃かつ 2分間の合成ではレーザ照射が CNTの成長量に変化を 

もたらしていることが考えられる。 

 

 

 

  図１ 基板表面のレーザ顕微鏡像 

 
成長量 

レーザ有 ５．５μm 

レーザ無 ２．８μm 

 

表１基板表面の CNT長 
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